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· [bookmark: bookmark167]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: bookmark168]В результате проведенных исследований были разработаны способы получения высокочистых теллура, оксида теллура (IV), хлорида гадолния (III), основанные на протекании гетерофазных процессов между газовой и конденсированной фазами.
В случае с получением высокочистого теллура реализуется процесс испарения жидкого теллура в динамическом вакууме с последующим его переносом и осаждением в виде поликристаллов в средней части реактора. Снижение концентрации селена достигается путем его связывания с металлическим цинком, предварительно добавленным к исходному теллуру. В результате образуется малолетучий побочный продукт селенид цинка, который концентрируется в кубе и не переносится с паровой фазой. С целью снижения остаточного содержания кислородных примесей процесс реализуется в реакторе с внутренней оснасткой из высокочистого графита. Полученный в результате работы высокочистый элементарный теллур с суммарной концентрацией примесей не более 1*10-4 мас. %, включая примесь селена, может использоваться не только в качестве исходного компонента для синтеза высокочистого оксида теллура (IV), но и как компонент полупроводниковых соединений AIIBVI. Также представляет интерес получение монокристаллов теллура, демонстрирующего перспективные свойства в качестве акустооптического материала ИК- диапазона [127, 128].
Разработан метод получения высокочистого оксида теллура (IV), основанный на окислении паров теллура высокочистым кислородом в условиях контролируемых парогазовых потоков. Первоначально процесс происходит путем формирования твердых зародышей из паровой фазы, которые осаждаются на стенки реактора и разращиваются в виде ограненных кристаллитов. Контролируемое парциальное давление кислорода позволяет управлять не только кинетикой реакции, но и нестехиометрией получаемого продукта. Процесс протекает при температурах, не допускающих
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расплавление оксида теллура (IV), поэтому химическое взаимодействие между стенками реактора из кварцевого стекла и поликристаллическим ТеО2 отсутствует. Достоинством реакции является попутная очистка продукта от примеси селена, так как образующийся оксид селена, обладая высоким давлением пара, выводится из зоны осаждения продукта с потоками кислорода и газа-носителя, в качестве которого выступает высокочистый аргон. Получаемый конечный порошковый кристаллический препарат оксида теллура (IV) имеет химическую чистоту не ниже 99,9997 мас. % (при определении 64 примесных элементов с учетом пределов определения) и в силу технологических особенностей процесса имеет пониженную концентрацию ОН-групп. Последнее важно для использования данного препарата в технологиях изделий ИК техники. Следует отметить, что синтезированный препарат состоит из мелкодисперсного порошка с частицами размером до 5 мкм и дендритных кристаллитов размером сотни мкм. Варьируя технологические параметры и геометрию реактора, возможно достичь преимущественного образования той или иной фракции. Мелкодисперсный порошок высокочистого ТеО2 может быть перспективным сырьем в стекловолоконной технологии ИК-диапазона.
Важной особенностью разработанного процесса получения высокочистых теллура и оксида теллура (IV) является значительно сниженная экологическая нагрузка по сравнению с используемыми в настоящее время «мокрыми» методами их получения и очистки, так как в разработанных способах отсутствуют стадии растворения, осаждения и перекристаллизации материалов, требующие большого расхода концентрированных минеральных кислот.
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